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摘要(译)

以如下方式设计薄膜晶体管：半导体区域包括沟道宽度方向上的源极和
漏极电极，以及由栅极电极，源极电极和半导体区域以及平面构成的平
面源极侧重叠区域。存在由栅电极，漏电极和半导体区域构成的漏极侧
重叠区域。对于入射在薄膜晶体管的沟道部分上具有光的光，确定沟道
长度方向上的源极侧和漏极侧重叠区域之一的最佳重叠长度，例如，为
4μm。低于或等于朝向薄膜晶体管入射的背光的光强度的0.2％的强度，
从而充分地减少光致OFF漏电流并进一步改善闪烁和显示均匀性。
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